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OZET
SICAKLIK LIMITINE GORE UYARLANABILIR ALTTAS
KUTUPLAMA (BODY BIAS) GERILIMLI BIR DINAMIK RASTGELE
ERiSiM BELLEGI (DRAM) YAPISI

Bu bulus, sicaklik limiti veya sicakligina baglh olarak dinamik rastgele erigim
bellegi yapilarindaki hiicrelerin (21) erisim transistorlerine (211) kutuplama
gerilimlerinin uyarlamali olarak uygulanmasi saglayan bir dinamik rastgele erisim

bellegi yapisi (1) ile ilgilidir.
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ISTEMLER

. Sicaklik limiti veya sicakligina bagli olarak dinamik rastgele erisim bellegi

yapilarindaki hiicrelerin (21) erisim transistorlerine (211) kutuplama
gerilimlerinin uyarlamali olarak uygulanmasi saglayan,

birden fazla sayida hiicreden (21) olusan en az bir satir igeren en az bir temel
DRAM (2),

bir kapasitorle birlikte her bir hiicreyi (21) olusturan bir erisim transistori
(211) igeren,

bir satir1 olusturan hiicrelerdeki (21) erisim transistorlerinin (211) her
birinin alttas terminallerinin bagl oldugu bir kutuplama hatt1 (212),
kutuplama hattina (212) Onceden belirlenmis bir degerde kutuplama
gerilimi (B) verilip verilmeyecegini kontrol etmek i¢in en az bir ¢oklayict
(4),

¢oklayicinin (4) se¢im girisine (selection input) bagh olan ve goklayicinin
calismasini kontrol eden, DRAM sicakligina bagl olarak ¢ikis sinyali
ireterek coklayiciya (4) iletmek ve ¢oklayici (4) araciligt ile sicakliga bagl
olarak 6nceden belirlenmis bir degerde kutuplama geriliminin (B) hiicrelere
(21) iletilmesini saglamak i¢in uyarlanmis en az bir kontrol {initesi (3),
kontrol tinitesinden (3) ¢oklayiciya gelen veriye gore ¢oklayicinin (4) veri
girislerinden (data input) en az birinden alinarak kutuplama hattina (212)
iletilecek kutuplama geriliminin (B) gectigi en az bir kutuplama siiriiciisii

(5) ile karakterize edilen bir dinamik rastgele erisim bellegi yapis1 (1).

. En az bir satir i¢in hiicre (21) veya DRAM sicakligina gore ¢coklayicinin (4)

cikisini belirlemek i¢in se¢im girisine birden fazla sayida farkli gerilimden
birini vermek i¢in uyarlanmig kontrol tinitesi (3) iceren istem 1°deki gibi

bir dinamik rastgele erisim bellegi yapisi (1).

. Her bir satirdaki erisim transistorlerinin (211) ayn1 ve tek bir kutuplama

hattina (212) baglanmasi ile karakterize edilen istem 1° deki gibi bir

dinamik rastgele erisim bellegi yapisi (1).

11



10

15

20

25

30

. Her bir satirdaki erigim transistorleri (211) arasinda olan ve her bir satirdaki

erigim transistorlerine (211) aynt anda ve ayn1 voltajda kutuplama gerilimi
(B) verilmesini saglayan kutuplama hatt1 (212) ile karakterize edilen istem

1’ deki gibi bir dinamik rastgele erisim bellegi yapis1 (1).

. Yiiksek sicakliklarda veya sicaklik artiglarinda hiicrelere (21) kutuplama

gerilimi (B) uygulanarak erisim transistorlerinin (211) esik degerinin ve
saklama zamaninin artmasini saglamak i¢in uyarlanmis kontrol {initesi (3)

ile karakterize edilen istem 1° deki gibi bir dinamik rastgele erisim bellegi

yapist (1).

. Onceden belitlenen sicaklik limiti degerlerine gdére hiicrelere (21)

kutuplama gerilimi (B) uygulanip uygulanmayacagma karar vermek,
hiicrelere (21) kutuplama gerilimi (B) uygulanacak ise sicakli limit degerine
gore oOnceden belirlenen kutuplama gerilimin (B) hticrelere (21)
uygulanmasini saglamak i¢in uyarlanmis kontrol iinitesi (3) ile karakterize

edilen istem 1’ deki gibi bir dinamik rastgele erisim bellegi yapisi (1).

. DRAM veya hiicre (21) sicaklik degeri 6nceden belirlenen degerin lizerinde

ise hiicrelere (21) kutuplama gerilimi (B) uygulamak, sicaklik degeri
belirlenen limit degerinin altinda ise hiicrelere (21) kutuplama gerilimi (B)
uygulamamak igin uyarlanmis kontrol iinitesi (3) ile karakterize edilen

istem 1° deki gibi bir dinamik rastgele erisim bellegi yapisi (1).

. Sicakligina bagli olarak ¢ikis sinyali iretmek, sicaklik degeri daha dnceden

belirlenen sicaklik degeri veya sicaklik limit aralii veya sicaklik limitini
asmis ise coklayiciya (4) sinyal ileterek onceden belirlenmis bir degerde
kutuplama geriliminin (B) hiicrelere (21) ve erisim transistorlerine (211)
iletilmesini saglamak igin uyarlanmis kontrol iinitesi (3) ile karakterize

edilen istem 1’ deki gibi bir dinamik rastgele erisim bellegi yapisi (1).

. Hiicrelerin (21) sicakligini limit deger iizerinde olarak degerlendirdiginde,

12



coklayicinin (4) ¢ikisindan kutuplama hattina (212) kutuplama gerilimi (B)
iletilmesi i¢in gerekli se¢im girisini liretmek icin uyarlanmis kontrol tinitesi
(3) ile karakterize edilen istem 1’ deki gibi bir dinamik rastgele erisim

bellegi yapisi (1).
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TARIFNAME

SICAKLIK LIMITINE GORE UYARLANABILIR ALTTAS
KUTUPLAMA (BODY BIAS) GERILIMLI BiR DINAMIK RASTGELE
ERiSiM BELLEGI (DRAM) YAPISI

Teknik Alan

Bu bulus, dinamik rastgele erisim bellegi (dokiimanin kalaninda DRAM olarak
anilacaktir) yapilarinda daha 6nceden belirlenmis sicaklik degerine bagli olarak
hiicrelerdeki erisim transistorlerine kutuplama (bias) gerilimlerinin uyarlamali

olarak uygulanmasi ile ilgilidir.

Onceki Teknik

Giinlimiizde DRAM fireticileri fabrika seviyesindeki {iretim sirasinda DRAM’ler
icin onceden belirlenmis yenileme zamanlari (refresh time) belirlemekte ve DRAM
karakteristigine gore saklama zamanlan (retention time) ortaya c¢ikmaktadir.
Yenileme zamani hiicrelerde veri saklanmasina yarayan kapasitoriin bosalmadan
once periyodik olarak tekrar sarj edildigi énceden belirlenmis bir zaman olarak,
saklama zamam ise bir hiicrenin yenilenme yapilmadan verileri saklayabildigi

zaman olarak ifade edilebilir.

Bir DRAM iizerinde bulunan hiicrelerden bazilar1 diger hiicrelere gore daha zayiftir.
Bir hiicrenin zay1f olmasi, o hiicrenin sakladig1 veriyi diger hiicrelere gore daha kisa
zamanda kaybetmesi yani saklama zamanin daha kisa olmasi anlamina gelmektedir.
Bazi hiicreler ise icindeki veriyi daha uzun siire saklayabilmektedir. Saklama
zamanindaki bu degisikliklere iiretim kaynakl farkliliklar sebep olmaktadir. Zayif
hiicrelerin oran1 az olsa bile tiim DRAM hiicreleri i¢in yenileme siklig1 iireticiler
tarafindan bu zayif hiicrelerin saklama zamani degerine gore belirlenmektedir. Bu

durumda birgok hiicre i¢in (hatta zay1f olmayan hiicreler igin bile) en zayif hiicreye
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gore yenileme yapildigindan dolay1 gereksiz yere yenileme (refresh) yapilmis

olmaktadir.

DRAM i¢in sicaklik arttikca sizdirma akimlari artmakta ve bit hiicreleri sakladiklar
veriyi sicaklik arttik¢a daha da hizli kayebetmektedirler. Sicaklik arttica atomlarin
mobilitesi artmakta, daha hizli hareket etmekte ve transistérler daha c¢ok
sizdirmaktadir. Bu durumda DRAM igindeki saklanan verinin daha hizh
kaybedilmesine neden olmaktadir. Kisaca, sicaklik arttikca DRAM igin daha sik
yenilemeye ihtiya¢ duyulmaktadir. Mevcut DRAM” lerde bu soruna ¢6ziim igin
sicaklik degeri belirli bir limitin {izerine ¢ikmasi durumuda yenileme sikligt
artirilmaktadir. Sicaklik arttik¢a retention time diismekte ve sizdirma akimi
artmaktadir, bu sorundan dolay1 daha dnceden belirlenen refresh time (rate) daha
sik olacak sekilde giincelleme yapilmaktadir. Ornek olarak tiim DRAM hiicreleri
icin 64 ms (milisaniye) olarak belirlenen refresh time degeri, sicaklik 85 °C (derece)
iizerine ¢iktiginda 32 ms (milisaniye) olarak belirlenmekte ve iki katina
¢ikarilmaktadir. Bu durumda zayif hiicrelerden dolay1 olmasi gerekenden ¢ok fazla
sayida yenileme gergeklesirken, s6z konusu sicaklik artisi nedeni ile yenileme
sayis1 ¢ok daha fazla artmakta ve bu yenilemeler cogunlugunun giiclii hiicrelerden
olustugu DRAM vyapisi igin gereksiz yenilemeye neden olmaktadir. S6z konusu

durum yiiksek sciakliklarda ¢ok fazla performans kaybina neden olmaktadir.

Yenileme islemi i¢in gereken gii¢ tiiketiminin yani sira yenileme sirasinda okuma
ve yazma yapilamayacagi i¢in bu hiicreler igin gelen istekler bekletilmek
durumunda kalmaktadir. Dolayisiyla hem gii¢ tiiketimini azaltabilmek hem de
basarimi ve performansi artirmak i¢in toplam yenileme sayisinda veya yenileme
sikhiginda diisiise ihtiyag duyulmaktadir. Bagvuru konusu patent ile yiiksek
sicakliklarda yenileme zamaninin arttirilmasi yerine, yiiksek sicakliklarda DRAM
igerisinde bulununan hiicrelere kutuplama gerilimi (bias voltage) uygulanarak esik
degeri arttirilmakta ve boylece séz konusu yiiksek sicakliklarda yenileme sikliginin
arttirtlmasina gerek kalmamaktadir. Boylece yukaridaki ornekte belirtildigi gibi

yiiksek sicakliklara DRAM hiicreleri igin 64 ms (milisaniye) olarak belirlenen
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refresh time degeri, 32 ms (milisaniye) olarak degistirilmeden yiiksek sicakliklarda

farkl bir ¢oziim saglanmaktadir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US2003067824 A1 sayili Birlesik Devletler
patent dokiimaninda, self-refresh modunda yenilemlerin (refresh) farkli zamanlarda
yapilabilmesi i¢in variable bias voltage generator (degisken bias fark gerilimi
ireticisi) kullanilmasi 6nerilmektedir. Body bias voltage, body voltage igin fark
uygulamak demektir. S6z konusu patent dokiimaninda clock generator igin
gerilimde fark olusturmak aciklanmaktadir. Basvuru konusu patentte ise DRAM
sicakligr yiiksek sicaklik degerlerine ulastiginda hiicrelere (hiicrelerin igerisinde
bulunan transistorlere) kutuplama gerilimi (bias voltage) uygulanarak sizdirma

akimimin artis1 kutuplama gerili ile ayarlanmaktadir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US2010332943 (A1) sayili Birlesik Devletler
patent dokiimaninda, bir veri yenileme mekanizmasi agiklanmigtir. S6z konusu
mekanizma bir kontrolci, esik ayarlayici ve yenileyici igermektedir. Sistem, yakin
zamanda islenen ve kontrol edilen bélgeleri tekrar tekrar yenilememek adina islem
hatalar1 ve yenilenme zamanlarina gore aymrarak esik degerler ayarlanarak
islemeden c¢ikarmaktadir. S6z konusu dokiimanda refresh zamani igin bir esik
belirlenmekte, bu esik degeri ayarlanabilmekte boylece farkli zamanlarda refresh
miimkiin hale gelmektedir. Basvuru konusu patentte ise DRAM sicaklig1 yiiksek
sicaklik degerlerine ulastifinda hiicrelere (hiicrelerin igerisinde bulunan
transistorlere) kutuplama gerilimi (bias voltage) uygulanarak sizdirma akiminin

artis1 kutuplama gerili ile ayarlanmaktadir.

Bulusun Kisa Ac¢iklamasi ve Amaglari

Bu bulusun amaci, yiiksek sicakliklarda teknigin bilinen durumunda yer alan temel
tasarimli DRAM'lere gore (uygulanan bias gerilimine gore degismektedir) daha az
yenileme sikligina ihtiya¢ duyan bdéylece gii¢ tiilketiminin ve okuma/yazmalarin

yenileme ile ¢akigsma ihtimalinin azaldigi1 bir DRAM gerg¢eklestirmektir.
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Bu bulusun diger bir amac1 sicaklik arttisi ile sizdirma akimlarida arttik¢a refresh
zamaninin arttrilmasi yerine hiicrelerin igerisinde bulunan transistorlere kutuplama
gerilimi (bias voltage) uygulanarak sizdirma akiminin artis1 kutuplama gerili ile

ayarlanmasini saglayan bir DRAM gergeklestirmektir.

Bu bulusun diger bir amaci daha 6nceden belirlenen bir sicaklik artisi ile birlikte
hiicrelerin esik degerinin arttirilmasin1 saglayarak sizdirmalarin artmasini ve

performans diisiisiinii engelleyen bir DRAM gerceklestirmektir.

Bulusun Ayrintihh A¢iklamasi

Bu bulusun amacina ulasmak i¢in gerceklestirilen bir uyarlanabilir alttas kutuplama

gerilimli DRAM yapisi, ekli sekillerde gosterilmis olup bu sekiller;

Sekil 1. DRAM yapisinin sematik goriintisiidiir.

Sekil 2. Bir hiicrenin sematik goriiniisiidiir.

Sekillerdeki pargalar tek tek numaralandirilmis olup, bu numaralarin karsiligi

asagida verilmistir.

1. Uyarlanabilir alttas gerilimli DRAM yapis1
2. Temel DRAM
21. Hiicre
211. Erisim Transistorii
212. Kutuplama hatt1
3. Kontrol iinitesi
4. Coklayici
5. Kutuplama siiriiciisii
G. Toprak

B. Kutuplama gerilimi
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Sicakligina bagl olarak dinamik rastgele erisim bellegi yapilarindaki hiicrelerin

(21) erisim transistorlerine (211) kutuplama gerilimlerinin uyarlamali olarak

uygulanmasi saglayan sicaklik limitine gore uyarlanabilir alttag gerilimli DRAM

(1) en temel halinde asagidaki unsurlar1 icermektedir;

e birden fazla sayida hiicreden (21) olusan en az bir satir iceren en az bir temel
DRAM (2),

e Dbir kapasitorle birlikte her bir hiicreyi (21) olusturan bir erisim transistorii (211),

e bir satir1 olusturan hiicrelerdeki (21) erisim transistérlerinin (211) her birinin
alttas terminallerinin bagli oldugu bir kutuplama hatti (212),

e kutuplama hattina (212) 6nceden belirlenmis bir degerde kutuplama gerilimi
(B) verilip verilmeyecegini kontrol etmek i¢in en az bir ¢oklayici (4),

e coklayicinin (4) se¢im girisine (selection input) bagh olan ve ¢oklayicinin (4)
calismasin kontrol eden, DRAM sicakligina bagh olarak ¢ikis sinyali iireterek
coklayiciya (4) iletmek ve ¢oklayici (4) aracilig: ile sicakliga bagh olarak
onceden belirlenmis bir degerde kutuplama geriliminin (B) hiicrelere (21)
iletilmesini saglamak i¢in uyarlanmis en az bir kontrol {initesi (3),

e kontrol iinitesinden (3) coklayiciya gelen veriye gore ¢oklayicinin (4) veri
giriglerinden (data input) en az birinden alinarak kutuplama hattina (212)
iletilecek kutuplama geriliminin (B) gegtigi en az bir kutuplama stiriiciisii (5)

icermektedir.

Bulus konusu sicaklik limitine gore uyarlanabilir alttas gerilimli DRAM yapisinda
(1), kullanildig1 elektronik cihazdaki islemcinin fonksiyonlarimi yerine
getirebilmesi i¢in gerekli veri, program kodu ve benzeri gibi bilgileri saklamak igin
bir temel DRAM (2) bulunmaktadir. Temel DRAM'in (2) icinde hiicreler (21)
bulunmaktadir. Her bir hiicre (21) bir kapasitérden ve bir erisim transistoriinden
(211) olusmaktadir. Bir kapasitor ve erigim transistoriinden (211) olusan hiicreler
(21) yan yana gelerek satirlari, satirlar da alt alta gelerek temel DRAM'in (2)

yapisint meydana getirmektedir.
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Bir hiicrenin (21) i¢inde yer alan erisim transistoriiniin (211) kaynak (source)
gerilimi ile (body) alttas gerilimi arasindaki fark degistirilerek o erisim
transistoriiniin (211) esik deger gerilimi ayarlanabilmektedir. Bir transistoriin (211)
esik deger geriliminin artmasiyla o transistor (211) daha az sizdirmaya baslamakta
ve dolayisiyla o transistoriin (211) yer aldigi hiicre (21) i¢inde sakladigi veriyi daha
uzun siire tutabilmekte yani saklama zamani artmaktadir. Transistore (211) farkl
esik degeri gerilimi uygulanmasi ile transistoriin (211) saklama zamani arttirilarak

sizdirmazhi@ azaltilabilmektedir.

Bulus konusu DRAM yapisinda (1) bir satira ve dolayis: ile satir1 olusturan
hiicrelerdeki (21) her bir erigim transistoriine (211) kutuplama gerilimi (B) verilip
verilmeyecegine kontrol {initesi (3) tarafindan karar verilmekte ve bu karar
coklayict (4) vasitasiyla uygulanmaktadir. Bulusun tercih edilen uygulamasinda
bahsedilen karar verilirken DRAM yapisinin (1) sicakligi kontrol edilmektedir.
DRAM yapisinin (1) sicakligt ve DRAM yapist (2) i¢inde bulunan hiicrelerin (21)
sicakligi arttikga sizdirma akimi artmakta ve transistorlerin (211) saklama zamanini
azalmaktadir. DRAM vyapist (1) sicakligt saklama zamanini dogrudan

etkilemektedir.

Bir satirin saklama zamani verisi ise su sekilde belirlenip etiketlenmektedir. Bir
satir i¢in saklama zamani, o satirdaki en zayif hiicreye (21) gore belirlenmektedir.
Satira ait saklama zamani, 6nceden belirlenmis tercih edilen sayida saklama zamani
araliklarindan hangisine denk geliyorsa satir o aralik ile etiketlenmektedir.
Smiflandirma olarak adlandirilan bu isleme Ornek bir uygulama olarak; 128
milisaniyelik (ms) bir zaman iki araliga boliinmek istediginde 0-64 ms ve 64-128
ms olarak iki aralik belirlenmektedir. Bu, hiicrelerin (21) iiretim kaynakli olarak
farklilik gosteren saklama zamanlar1 goz oniinde bulundurularak 64 ms'de bir ya da
128 ms'de bir yenilenebilece@i anlamima gelmektedir. Ornegin saklama zamam 64
ms ve 128 ms arasinda olan (6rn: 75 ms) bir hiicre (21), bu zaman gegmeden 6nce
yenilenmesi gerektiginden belirlenen saklama zamani araliklarindan 0-64 ms

araliginda etiketlenmektedir. Saklama zamani 128 ms'den yiiksek olan bir hiicre
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(21) 64-128 ms araliginda etiketlenmektedir. Ancak bir satir da daha yiiksek
saklama zamani araliginda etiketlenmis hiicreler (21) barindirsa bile sahip oldugu
en kisa saklama zamani araliinda etiketlenen hiicre (21) ile ayni etiketi almaktadur.
Mevcutta kullanilan DRAM’ lerde sicaklik arttikga sizdirma akimi artmakta ve
DRAM igin belirlenen yenileme zamam siklig1 arttirilmaktadir. Ornegin 70° C
sicakhiga gore saklama zamani (retention time) 128 milisaniye belirlenen bir
DRAM igin, sicaklik 80° C ye artinca saklama zamani 64 milisaniye olarak
degistirilmektedir. Sicaklik degeri 80° C yi gegerse bu kez saklama zamani 32
milisaniye yapilmaktadir. DRAM sicaklik degisimi saklama zamani c¢ok fazla
etkilemektedir ve sicaklik artisi ile birlikte saklama zamani azaldig: i¢in yenileme
sayisinda (refresh rate) aym sekilde artis olmaktadir. Sicaklik 70° C iken 128
milisaniyede bir yenileme yapilirken, sicaklik 80° C ye artinca 64 milisaniye de ve
sicaklik degeri 80° C yi gecerse bu kez 32 milisaniyede bir yenileme yapilmaktadir.
S6z konusu durum yiiksek sicakliklarda ¢ok fazla performans ve enerji kaybmna
neden olmaktadir. Bagvuru konusu patent ile yiiksek sicakliklarda yenileme
sayisinin bir bagka ifade ile yenileme sikliginin arttirilmasina gerek kalmamaktadir.
Bagvuru konusu patent ile yiiksek sicakliklarda ve/veya sicaklik artiglarinda
hiicrelere (21) kutuplama gerilimi uygulanarak esik degeri arttirilmakta ve sizdirma

akimlarimin artig1 kutuplama gerilimi (B) ile kontrol edilmektedir.

Bulus konusu DRAM yapisinda (1), kontrol {initesi (3) satirlara se¢im girisinden
gerekli gerilimi vermek i¢in uyarlanmistir. Kontrol {initesi (3) satirlara ait etiket
verilerine gore secim girisinden gerekli gerilimi verebilmektedir. Kontrol {initesi
(3) ayn1 zamanda DRAM yapisi (1) sicakligini kontrol etmektedir. DRAM yapisinin
(1) sicakligr sicaklik sensor/sensorleri ile dlgiilmektedir. Sicaklik sensérii DRAM
yapisinin (1) i¢inde ve/veya disinda olabilmektedir. Tercihen sicaklik sensorii
sayesinde DRAM yapisimin (1) sicakhigi Olgiilmekte ve sicaklik degeri kontrol
initesine (3) iletilmektedir. Kontrol tinitesi (3) DRAM yapisimin (1) sicakligim
anlik olarak takip etmektedir. DRAM yapisi (1) sicaklik degerine gore sizdirma
akimi degeri degismektedir, kontrol iinitesi (3) igerisinde her sicaklik degeri ve

sizdirma akimi degeri bulunmaktadir. DRAM yapisinin (1) sicaklik degeri arttikga



10

15

20

25

30

sizdirma akimi da artmaktadir 6rnegin 70 °C, 80° C, 85° C derece gibi yiiksek
sicaklik degerlerinde sizdirma akiminda 6nemli bir artis olmaktadir. Kontrol iinitesi
(3) DRAM yapisinin (1) sicaklik degerine gore hiicrelere (21) kutuplama gerilimi
(B) verilmesini saglamak i¢in uyarlanmistir. Bdylece DRAM yapisinin (1) sicaklig:

arttikca yenileme zamani sikliginin arttirllmasina gerek kalmamaktadir.

Kontrol iinitesi (3) 6nceden belirlenen sicaklik limiti gectiginde veya sicaklik
artisina gore hiicrelere (21) kutuplama geriliminin (B) iletilmesini saglamaktadir.
Bulusun bir uygulamasinda, kontrol {initesi (3) sicaklik degerini drnegin sicaklik
70° C, 80° C, 85° C nin tizerinde mi degil mi, bir bagka ifade ile sicaklik limiti gegti
mi, kontrol ederek, sicaklik belirlenen limiti gegtiginde kutuplama geriliminin (B)
hiicrelere (21) iletilmesini saglamaktadir. Bu uygulamada, kontrol iinitesi (3)
belirlenen sicaklik limiti degerlerine gore kutuplama gerilimi (B) uygulanip
uygulanmayacagina karar vermekte ve kutuplama geriliminin (B) hiicrelere (21)
uygulanmasini saglamaktadir. Bu uygulamada, kontrol {initesi (3) sicaklik degerine

gore farkl kutuplama gerilimi (B) uygulanmasini saglayabilir.

Bulusun baska bir uygulamasinda, kontrol tinitesi (3) sicaklik degerinin belirlenen
limit araliginda olup olmadigini kontrol etmektedir. Ornegin, kontrol iinitesi (3)
sicaklik 50° C den diisiik mii, sicaklik 50° C ile 70° C arasinda, sicaklik 70° C ile
80° C arasinda mi, sicaklik 80° C den yiiksek mi olup olmadigini kontrol ederek,
sicaklik degerinin bulundugu araliga gore kutuplama geriliminin (B) hiicrelere (21)
uygulanmasini saglamaktadir. Ornegin sicaklik 50° C ile 80° C arasinda ise kontrol
tinitesi (3) 100 milivoltluk bir kutuplama gerilimi (B), sicaklik 80° C ile 90° C
arasinda ise 200 milivoltluk bir kutuplama gerilimi (B) hiicrelere uygulamaktadir.
Bu uygulamada, kontrol tinitesi (3) belirlenen sicaklik degeri araligina gore
belirlenen kutuplama gerilimi (B) degerinin hiicrelere (21) uygulanmasini

saglamaktadir.

Bulusun bagka bir uygulamasinda, kontrol tinitesi (3) sicaklik degerinin belirlenen

limit degerinin altinda ise hiicrelere (21) kutuplama gerilimi (B) uygulamaz,
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sicaklik daha onceden belirlenen degerin {izerinde ise kutuplama gerilimi (B)
uygular. Ornegin, DRAM yapisi (1) sicakli1 80° C altinda ise kontrol {initesi (3)
hiicrelere (21) kutuplama gerilimi (B) uygulamaz, sicaklik 80° C iistiinde ise

hiicrelere (21) kutuplama gerilimi (B) uygular.

Kontrol {initesi (3) ¢oklayicinin (4) ¢alismasini kontrol etmektedir. Coklayicinin (4)
se¢im girisine (selection input) bagl olan kutuplama geriliminin (B) hiicrelere (21)
iletilip iletilmeyecegine iliskin karar1 vermektedir. Kontrol {initesi (3) DRAM
yapisinin (1) sicakligina bagl olarak ¢ikis sinyali tiretmektedir. DRAM yapisinin
(1) sicaklig1 daha 6nceden belirlenen sicaklik degeri veya sicaklik limit aralig1 veya
sicaklik limitini agmis ise kontrol {initesi (3) ¢oklayiciya (4) sinyal ileterek onceden
belirlenmis bir deferde kutuplama geriliminin (B) hiicrelere iletilmesini

saglamaktadir.

DRAM yapisi (1) sicakligi kontrol iinitesi (3) tarafindan limit deger tizerinde olarak
degerlendirildiginde, kontrol initesi (3) ¢oklayicinin (4) ¢ikisindan kutuplama
hattina (212) kutuplama gerilimi (B) iletilmesi igin gerekli se¢im girigini
tretmektedir. DRAM yapisi (1) sicakligi kontrol tinitesi (3) tarafindan limit deger
altinda olarak degerlendirildiginde, kontrol tinitesi (3) ¢oklayicinin (4) cikisindan
kutuplama hattina (212) kutuplama gerilimi (B) iletilmeyecek sekilde se¢im girisini

tretmektedir.

DRAM yapist (1) sicaklik degeri yliksek olarak degerlendirilen bir satira kutuplama
gerilimi (B), kontrol tnitesinin (3) sec¢im girisinden gelen gerilime gore
coklayicinin (4) veri giriglerinden en az birinden alinarak kutuplama hattina (212)
kutuplama stiriiciisii (5) vasitasiyla iletilmektedir. Bu satirdaki herbir hiicrenin (21)
erigim trasnsistoriniin (211) alttas terminaline kutuplama hattindan (212) gelen
kutuplama gerilimi (B) uygulanmaktadir. Erisim transistoriine (211) kutuplama
gerilimi (B) uygulandiginda o transistoriin (211) esik deger gerilimi artmaktadir.
Esik deger geriliminin artmasiyla transistoriin (211) sizdirmasi azalmakta dolayisi

ile o transistoriin (211) bulundugu hiicrenin (21) saklama zamani artmaktadir.
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Kutuplama geriliminin (B) hiicrelere (21) uygulanmasi ile bir satirdaki tiim
hiicrelerin (21) sizdirmasi azalmakta ve saklama zamani artmaktadir. Bdylece
sicaklik artisina ragmen o satir i¢in yenileme zamani daha uzun segilebilmekte ve

yenileme siklig1 azalmis olmaktadir.

Bulusun bir uygulamasinda, her bir satirdaki erisim transistorleri (211) tercihen tek
bir kutuplama hattina (212) baghdir. Her bir satirdaki erisim transistorleri (211)
ayni ve tek bir kutuplama hattina (212) baghdir. Her bir satirdaki erisim
transistorlerine (211) tek ve ayni kutuplama hatti (212) ilizerinden kutuplama
gerilimi (B) uygulanmaktadir. Bu satirdaki herbir hiicrenin (21) erigim
transistoriiniin (211) alttas terminaline kutuplama hattindan (212) gelen kutuplama
gerilimi (B) uygulanmaktadir. Erisim transistoriine (211) kutuplama gerilimi (B)

uygulandiginda o transistoriin (211) esik deger gerilimi artmaktadir.

Bulusun tercih edilen bir uygulamasinda kontrol iinitesi (3) bir satira kutuplama
gerilimi (B) uygulanip uygulanmayacagina karar vermek i¢in hiicrelere (21) ait
sicaklik degeri veya DRAM vyapisina (1) ait sicaklik degerini kullanmak igin

uyarlanmugtir.

10
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OZET
SICAKLIK LIMITINE GORE UYARLANABILIR ALTTAS
KUTUPLAMA (BODY BIAS) GERILIMLI BIR DINAMIK RASTGELE
ERiSiM BELLEGI (DRAM) YAPISI

Bu bulus, sicaklik limiti veya sicakligina baglh olarak dinamik rastgele erigim
bellegi yapilarindaki hiicrelerin (21) erisim transistorlerine (211) kutuplama
gerilimlerinin uyarlamali olarak uygulanmasi saglayan bir dinamik rastgele erisim

bellegi yapisi (1) ile ilgilidir.
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